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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、第１記録層と、第１記録層に接して設けられた第１記録補助層と、第２記録
層と、第２記録層に接して設けられた第２記録補助層とを備えた情報記録媒体であって、
前記第１記録層と第２記録層は前記基板側から光ビームを照射されることで、記録および
/または再生が行われ、前記光ビームの照射により、前記記録補助層と記録層とが物理的
に変形することによって情報の記録が行われ、前記第１記録補助層は、前記第１記録層の
両側に接して設けられていることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　前記第２記録補助層は、前記第２記録層の両側に接して設けられていることを特徴とす
る請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記第１記録補助層、第２記録補助層が有機色素材料からなることを特徴とする請求項
１～２に記載の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記第１記録層、第２記録層は、融点が６００℃以下であることを特徴とする請求項１
～３に記載の情報記録媒体。
【請求項５】
　基板上に、第１記録層と、第１記録層に接して設けられた第１記録補助層と、第２記録
層と、第２記録層に接して設けられた第２記録補助層とを備え、前記第１記録補助層は、
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前記第１記録層の両側に接して設けられた情報記録媒体の記録方法であって、前記基板側
から光ビームを照射し、前記第１記録層と前記第１記録補助層を変形させることで、第１
記録層に記録マークを形成し、前記基板側から光ビームを照射し、前記第２記録層と前記
第２記録補助層を変形させることで、第２記録層に記録マークを形成することを特徴とす
る情報記録媒体の記録方法。
【請求項６】
　前記第２記録補助層は、前記第２記録層の両側に接して設けられていることを特徴とす
る請求項５に記載の情報記録媒体の記録方法。
【請求項７】
　前記第１記録補助層、第２記録補助層が有機色素材料からなることを特徴とする請求項
５～６に記載の情報記録媒体の記録方法。
【請求項８】
　前記第１記録層、第２記録層は、融点が６００℃以下であることを特徴とする請求項５
～７に記載の情報記録媒体の記録方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レーザ光、電子線などの記録用ビームによって、映像、音声、コンピュータデ
ータなどのディジタル情報を記録することが可能な情報記録媒体および該情報の記録再生
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、基板上にヒートモード記録材料よりなる薄膜（記録層）を担持し、記録層の光
熱作用によって情報の追記を可能にした情報記録媒体は種々あり、代表的なものとしては
、Ｔｅ、Ｂｉなどを主成分とした金属層やシアニン系、フタロシアニン系、アゾ系などの
色素層からなる記録層を変形、昇華、蒸発させて記録を行うもの、Ｔｅ－Ｇｅ系、Ａｓ－
Ｔｅ－Ｇｅ系、Ｔｅ－Ｏ系などの原子配列変化（相変化）を利用したものなどを挙げるこ
とができる。
【０００３】
また、コンパクトディスク（ＣＤ）が広く普及するに伴って、高い反射率を有し、かつ情
報の再生に関してはＣＤフォーマットに準拠する出力信号が得られる書き込み可能媒体、
いわゆるＣＤ－Ｒも広く普及している。ＣＤ－Ｒは、例えば特開平２－１６８４４６号公
報に記載されているように、透明基板の信号面に有機色素層と金属反射層と保護層である
紫外線硬化樹脂層とをこの順序に積層してなるものであって、有機色素層にレーザ光を吸
収させて熱に変換し、その熱によって有機色素層を構成する有機色素自身を変質させてそ
の光学的特性を変化させるとともに、色素層および色素層の下地である透明基板の一部を
変形させて情報を記録することを特徴としている。
【０００４】
近年、ＣＤよりもさらに大容量のディジタルバーサタイルディスク、いわゆるＤＶＤが市
場に登場してきた。ＤＶＤはＣＤに比べて、基板厚みを1.2ｍｍから0.6ｍｍと半分の厚さ
にするとともに2枚の基板を貼り合わせる両面構造とし、再生レーザ光波長を780ｎｍから
650ｎｍと短波長化することによって、片面容量4.7ＧＢ、両面で9.4ＧＢの大容量化を実
現したものである。また、ＤＶＤにおいては、2枚の基板上に形成された情報を片側の基
板から再生光を入射することによって読み出す、片側2層読み出し方式が初めて提案され
ている。ＤＶＤが本格的に普及するにあたっては、ＤＶＤと互換性を有する書き込み可能
媒体が必須であり、ＣＤ－Ｒの技術を応用した1度だけ書き込み可能なＤＶＤ－Ｒ、相変
化技術を利用したＤＶＤ－ＲＡＭなどが開発、商品化されている。また、ＤＶＤで初めて
提案された片面２層読み出し方式に対応した書き込み可能な媒体の開発も行われている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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上記した情報の追記が可能な媒体のうち、Ｔｅ、Ｂｉなどを主成分とした金属層を用いる
ものは、その変形、すなわち表面張力などによる孔形成によって情報を記録するため、密
着貼り合わせ構造が不可能であるという難点を持つ。また、表面張力による孔の広がりか
たのコントロールが難しいことや、孔の周りに盛り上がり（リム）が形成されるため、小
径マークを形成することが難しい。
【０００６】
ＣＤ－Ｒなどの色素を用いるものは記録・再生波長に対する反射率変化が大きく、レーザ
波長が短波長化した際に再生が難しくなるという問題点がある。また、色素層に金属反射
層を積層するため光が透過せず、ＤＶＤで提案されている片面2層読み出しタイプの追記
媒体に展開することが不可能である。
【０００７】
Ｔｅ－Ｇｅ系などの相変化を利用したものは、相変化動作温度が高く記録感度が悪いか、
感度を上げるために光吸収を大きくすると反射率が著しく低くなるという欠点を持つ。相
変化タイプは片面2層読み出しタイプの追記媒体に展開することが可能であるが、反射率
の低下はこの場合に顕著である。
【０００８】
本発明の目的は上記した問題点を解決し、大容量で波長依存性が少なく高反射率の情報記
録媒体を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは上記の目的を達成すべく、種々の検討を行ったところ、記録膜とそれに接し
た記録補助層形成し、光ビームを照射して記録膜と記録補助層との両方を変形させること
によって情報の記録を行うことで、上記の問題を可及的に解決することができることを見
出した。
【００１０】
構成としては、基板上に記録補助層と記録層を備え、記録補助層が記録層の片側もしくは
両側に接して形成されており、光ビームの照射により記録補助層の少なくとも一方と記録
層とが物理的に変形することによって情報の記録が行われる構成とした。
【００１１】
また、基板上に記録層と記録補助層とがこの順に形成されており、光ビームの照射により
基板、記録補助層および記録層とが物理的に変形することによって情報の記録が行われる
構成とした。
【００１２】
記録層の基板と反対側に記録補助層を形成したときには、この記録補助層の記録層側の面
が物理的に変形するが、記録層と反対側の面は物理的変形をほとんど伴わない構成とする
こともできる。
【００１３】
記録層の物理的変形は膜厚の変化を伴い、情報を記録した部分の少なくとも一部において
記録層の膜厚が未記録部の膜厚に比べて小さくなっていることが好ましく、情報を記録し
た部分の少なくとも一部において記録層の膜厚がほとんど０になっていることがより好ま
しい。
【００１４】
また、情報を記録した部分の少なくとも一部において記録層の原子配列変化が生じていて
もよい。
【００１５】
記録層は融点が600℃以下であることが好ましい。
【００１６】
記録層が少なくとも2種類の元素を主成分とし、これらの元素の融点は600℃以下であるこ
とがより好ましい。例えば、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｔｅ、Ｔｌ、Ｚｎ、Ｎａ、Ｇａな
どからなる材料のうちから少なくとも2種類を選ぶことができる。具体的には、Ｉｎ－Ｂ
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ｉ系、Ｂｉ－Ｎａ系、Ｐｂ－Ｂｉ系、Ｓｎ－Ｂｉ系、Ｉｎ－Ｐｂ系、Ｉｎ－Ｓｎ系、Ｉｎ
－Ｔｌ系、Ｉｎ－Ｚｎ系、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｔｌ－Ｓｎ系、Ｚｎ－Ｓｎ系などの組み合わせ
が可能である。また、これらの元素が融点600℃以下の共晶組成を有し、これらの元素の
含有量が共晶組成もしくはその付近の組成であるものを用いてもよい。
【００１７】
また、記録層が2種類の元素を主成分とし、これらの元素のうち少なくとも1種類の元素の
融点は600℃以上であって、その元素がもう一方の元素との間で融点600℃以下の共晶組成
を有し、該2種類の元素の含有量が共晶組成もしくはその付近の組成であることがより好
ましい。例えば、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｔｅ、Ｔｌ、Ｚｎ、Ｎａ、Ｇａ、Ａｇ、Ａｌ
、Ｃａ、Ｇｅ、Ｓｂ、Ｓｉ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｅ、Ｌａ、Ｍｇ、Ｐｒ、Ｐｄ、Ｐｔな
どからなる材料のうちから少なくとも２種類選ぶことができる。具体的には、Ａｇ－Ａｌ
系、Ａｇ－Ｂｉ系、Ａｇ－Ｃａ系、Ａｇ－Ｉｎ系、Ａｇ－Ｐｂ系、Ａｇ－Ｓｂ系、Ａｇ－
Ｓｎ系、Ａｇ－Ｔｅ系、Ａｇ－Ｔｌ系、Ａｌ－Ａｕ系、Ａｌ－Ｃｕ系、Ａｌ－Ｇｅ系、Ａ
ｌ－Ｓｉ系、Ａｌ－Ｓｎ系、Ａｌ－Ｔｅ系、Ａｌ－Ｚｎ系、Ａｕ－Ｂｉ系、Ａｕ－Ｇｅ系
、Ａｕ－Ｐｂ系、Ａｕ－Ｓｂ系、Ａｕ－Ｓｎ系、Ａｕ－Ｓｉ系、Ａｕ－Ｔｅ系、Ａｕ－Ｔ
ｌ系、Ｎｉ－Ｃｅ系、Ｃｕ－Ｌａ系、Ｃｕ－Ｍｇ系、Ｃｕ－Ｐｒ系、Ｃｕ－Ｓｂ系、Ｇａ
－Ｔｅ系、Ｇｅ－Ｔｅ系、Ｚｎ－Ｇｅ系、Ｉｎ－Ｓｂ系、Ｐｂ－Ｐｄ系、Ｐｔ－Ｐｂ系、
Ｐｂ－Ｓｂ系、Ｓｂ－Ｔｅ系、Ｔｌ－Ｓｂ系などの組み合わせが可能である。
【００１８】
記録補助層を構成する材料としては、有機色素材料、例えばポリメチン系色素、アントラ
キノン系色素、シアニン系色素、フタロシアニン系色素、キサンテン系色素、トリフェニ
ルメタン系色素、ピリリウム系色素、アズレン系色素、含金属アゾ染料などからなる材料
を用いることができる。また、記録補助層を構成する材料として、高分子材料からなる材
料を用いることができる。高分子材料としては、記録・再生光に対して透明性を有してい
るものが好ましい。これらの材料として、溶媒に溶けるものを用いればスピンコート法で
、溶けないものであれば蒸着法などで形成することができる。
【００１９】
これらの記録補助層は、熱分解温度もしくはガラス転移温度を有し、その温度が記録層の
融点よりも低いことが好ましい。また、記録補助層の熱分解温度もしくはガラス転移温度
と、記録層の融点との差が400℃以下であることがより好ましい。
【００２０】
ディスク形態としては、記録層を内側にはさむ形で2枚の基板を貼り合わせた構造をとる
ことができる。またディスク形態としては、２枚の基板を貼り合せない、いわゆる単板の
構造をとることもができる。
【００２１】
これら2枚の基板は、それぞれが記録層を有しており、光ビームをどちらか一方の基板か
ら照射することによってそれぞれの記録層に情報の記録を行い、光ビームを照射する側の
基板、記録補助層および記録層が上記光ビームのうち40%以上を透過する構成としてもよ
い。
【００２２】
また、ディスク形態として、1枚の基板上に記録層を少なくとも2層以上設けることも可能
である。
【００２３】
このとき、光ビームを基板側から照射することによってそれぞれの記録層に情報の記録を
行ってもよいし、光ビームを基板と反対側から照射することによってそれぞれの記録層に
情報の記録を行ってもよい。
【００２４】
上記のように、光ビームをある一方向から照射して複数の記録層に情報の記録を行うよう
な場合、光ビーム入射側の記録層と、その反対側の記録層とが異なる膜厚を有していても
よい。
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【００２５】
また、光ビーム入射側の記録層の主成分となる元素と、その反対側の記録層の主成分とな
る元素とが同一であり、該主成分となる元素の含有量が光ビーム入射側の記録層とその反
対側の記録層とで異なっていてもよい。
【００２６】
さらに、光ビーム入射側の記録層の主成分となる元素のうち少なくとも1種類の元素と、
その反対側の記録層の主成分となる元素のうち少なくとも1種類の元素とが、異なる元素
であってもよい。
【００２７】
光ビーム入射側の記録層の融点と、その反対側の記録層の融点とが異なっていてもよい。
【００２８】
基板上に螺旋状もしくは同心円状に案内溝を形成し、案内溝上もしくは隣接する2本の案
内溝の間（案内溝間と呼ぶ）のどちらか一方を記録トラックとし、該記録トラックに情報
を記録する構成をとることができる。また、基板上に螺旋状もしくは同心円状に案内溝を
形成し、案内溝上および案内溝間の両方を記録トラックとし、該記録トラックに情報を記
録する構成をとることもできる。
【００２９】
2枚の基板それぞれが記録層を有しており、光ビームをどちらか一方の基板から照射する
ことによってそれぞれの記録層に情報の記録を行う場合、基板上に形成された螺旋状もし
くは同心円状の案内溝の形状が、光ビーム入射側とその反対側とで異なっていることが好
ましい。
【００３０】
このとき、光ビーム入射側の基板の案内溝の深さが、その反対側の基板の案内溝の深さよ
りも浅いか、もしくは、光ビーム入射側の基板の案内溝の幅が、その反対側の基板の案内
溝の幅よりも広ければ、より好ましい。
【００３１】
本発明の情報記録媒体は、記録密度が高い場合において優れた特性を得ることができる。
【００３２】
たとえば、該記録トラックの半径方向の間隔（トラックピッチ）をＴＰ、光ビームの波長
をλ、光ビームを集光するレンズの開口数をＮＡとしたときに、ＴＰ／（λ／ＮＡ）が0.
7以下である場合に、より優れた特性を得ることができる。このとき、トラックピッチが1
μｍ以下であれば好ましく、トラックピッチが0.75μｍ以下であれば特に好ましい。
【００３３】
また、記録マークの最短長さが0.7μｍ以下であれば、より優れた特性を得ることができ
る。記録マークの最短長さが0.5μｍ以下であれば、特に優れた特性を得ることができる
。
【００３４】
情報記録媒体のアドレス情報等をプリフォーマット信号として基板にあらかじめ形成させ
ることができる。アドレス情報等をプリフォーマット信号として基板にあらかじめ形成さ
れる形態としては、凹または凸形状のエンボスピットあるいは、情報に応じてグルーブ部
やランド部の幅を変調するウォーブル方式が可能である。ウォーブル方式としてはグルー
ブ部の内周側もしくは外周側の一方の側面のみ、あるいはグルーブ部の内周側および外周
側の両方の側面を蛇行させる方式を採用することができる。
【００３５】
本発明の情報記録媒体における記録層と記録補助層との役割は以下の通りである。媒体に
レーザを照射すると、まず記録補助層が熱分解やガラス転移を起こす温度に到達する。つ
いで、記録膜の温度が融点に達し、記録膜が変形可能となる。記録補助層の熱分解による
ガスの発生や、ガラス転移による膨張、変形によって、記録膜は変形を起こし、記録マー
クを形成する。このとき、記録層の変形が膜厚変化を伴うような場合、膜厚の違いによっ
て反射率が異なるため、再生信号強度を大きくとることができる。特に、記録層の膜厚が
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ほとんど0になるような場合には、その部分の反射率低下が極めて大きく、そうでない部
分との反射率差がたいへん大きくなって、再生信号強度を特に大きくとることができる。
このように、記録層の変形が膜厚変化を伴う場合、この部分を元の状態に戻す現実的手段
が存在しない。したがって、一度記録した情報を改竄することができないという利点を有
する。また、記録層が変形するとともに原子配列変化を起こすような場合、記録部とそう
でない部分の変形による反射率差だけでなく、両者の光学定数が異なるため、再生信号強
度を大きくとることができる。
【００３６】
また、記録マークの形成過程において、記録に用いるレーザ光波長に対する記録層の吸収
率と、記録補助層の吸収率との大小関係によって、まず記録層が融点に達し変形可能にな
った後、記録補助層が熱分解温度あるいはガラス転移温度に達して、記録マークを形成す
ることもあり得る。たとえば、記録補助層の光吸収率が記録層よりも大きい場合や、記録
層の熱伝導率が1Ｗ／ｃｍＫ以上ときわめて大きく記録層の温度が上昇しにくい場合には
、上記のようなマーク形成過程が起こり得る。記録層の融点が記録補助層の熱分解温度あ
るいはガラス転移温度よりも高ければ、明確なマーク形成が可能になり好ましいが、逆に
、記録膜の融点が記録補助層の熱分解温度やガラス転移温度より低くても、マーク形成は
可能である。
【００３７】
記録層の変形としては、レーザビーム入射側の面が主に変形する場合（図１に示す）、レ
ーザビーム入射側と反対側の面が主に変形する場合（図２に示す）、レーザビーム入射側
の面と反対側の面の両方が変形する場合（図３に示す）が考えられる。記録層の変形が孔
形成である場合はこれらのバリエーションあるいは組み合わせと考えることができる（図
４から図８に示す）。
【００３８】
記録層の変形ともに記録補助層も変形するが、記録補助層の変形の仕方としては、膨張、
空洞の形成などが考えられる。図９から図１１に示したのは、記録層の変形が図３の場合
についての記録補助層の変形の様子である。また、記録補助層が記録層の基板と反対側に
接して形成された場合、記録層に接した面のみが主に変形すると、反対側に熱変形しない
樹脂材料などを保護膜として設けても記録に影響しない利点がある。そのためには記録補
助層を溝深さの2倍以上の膜厚に形成するとよい。
【００３９】
記録補助層の片方を基板で代行させることもできる。このとき、基板は熱分解温度あるい
はガラス転移温度を持ち、熱変形しやすい材料、たとえばポリカーボネート、ポリメチル
メタクリレート、ポリメチルペンテン、ポリオレフィン、エポキシ、アクリルなどを用い
ることができる。この場合の基板の変形の仕方も上記記録補助層の変形の仕方と同様と考
えることができる。
【００４０】
前述したＢｉ合金あるいはＴｅ合金記録層は、表面張力によって孔を形成する。表面張力
による孔形成の利点は、記録パワーを徐々に上げて行った場合にある明確な閾値パワーで
急激に孔があくことである。逆に欠点としては、表面張力のコントロールが難しく、孔の
大きさをコントロールしにくいので大きな孔があきやすい、光ビーム照射方向に長い孔を
形成するときに光ビームの照射開始位置と終了位置とで孔の幅が異なる、といったことが
挙げられる。しかし本願の方法では、記録膜の融点、記録補助層の熱分解温度やガラス転
移温度などによって記録マークの大きさをコントロールできる。また、記録膜の融点、記
録補助層の熱分解温度やガラス転移温度と記録波形と組み合わせによって、ほぼ一定幅の
長いマークを形成することも可能である。このような長マークの幅の大きさについても同
様に比較的自由にコントロールできる。したがって、トラックピッチが狭い場合や、マー
クエッジ記録などの小さなマークと長マークとを精度よく形成しなければならないような
高密度記録に対応することが可能である。特に、トラックピッチをＴＰ、光ビームの波長
をλ、光ビームを集光するレンズの開口数をＮＡとしたときに、ＴＰ／（λ／ＮＡ）が0.
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7以下になるような場合には、隣のトラックに記録された情報が漏れ込んでくるクロスト
ークが大きくなり、記録マークの幅を特に細く形成する必要がある。上記したように、本
発明の媒体はこのような場合に好適な媒体である。特に、トラックピッチが１μｍよりも
狭い場合、さらには0.75μｍよりも狭い場合に適した媒体である。また、記録マークの最
短マーク長が0.7μｍ以下の場合、さらには0.5μｍの場合に適しており、最長記録マーク
の長さが最短記録マークの長さの3倍以上である場合に特に好適である。
【００４１】
記録層を構成する元素としては、融点が600℃以下の元素、すなわちＢｉ、Ｉｎ、Ｐｂ、
Ｓｎ、Ｔｅ、Ｔｌ、Ｚｎ、Ｎａ、Ｇａが好ましいが、これらの元素うちＢｉ、Ｉｎ、Ｐｂ
、Ｓｎ、Ｔｌがより好ましい。さらには、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ｓｎが特に好ましい。Ｎａ
、Ｇａは融点が100℃以下と低く、記録感度の点では有利だがスパッタ等による成膜が困
難である。Ｚｎ、Ｔｅは、融点がこれらの元素の中では比較的高い。これらの元素の組み
合わせでは、Ｉｎ－Ｂｉ系、Ｂｉ－Ｎａ系、Ｐｂ－Ｂｉ系、Ｓｎ－Ｂｉ系、Ｉｎ－Ｐｂ系
、Ｉｎ－Ｓｎ系、Ｉｎ－Ｔｌ系、Ｉｎ－Ｚｎ系、Ｓｎ－Ｐｂ系、Ｔｌ－Ｓｎ系、Ｚｎ－Ｓ
ｎ系が好ましく、このうちＩｎ－Ｂｉ系、Ｐｂ－Ｂｉ系、Ｓｎ－Ｂｉ系、Ｉｎ－Ｐｂ系、
Ｉｎ－Ｓｎ系、Ｓｎ－Ｐｂ系が特に好ましい。また、これらの元素の組み合わせのうち共
晶組成を有するものは、その組成付近で融点が特に低くなり、記録感度の点で好ましい。
【００４２】
記録層を構成する元素として、どちらか一方あるいは両方の元素の融点が600℃以上であ
って、かつ両者の共晶組成あるいはその付近の組成を用いる場合、記録時は記録層の融点
が低く記録可能であるが、記録によって溶融した記録マーク部が冷却される時に偏析を生
じて600℃以上の組成領域が記録マーク部の少なくとも一部で形成され易くなり、いった
ん記録した情報を消去、あるいはその部分に重ね書き（オーバライト）を行おうとしても
、記録時に形成された高融点成分のため記録層が溶融せず、情報の改竄ができないという
効果がある。このような元素の組み合わせとしては、Ａｇ－Ａｌ系、Ａｇ－Ｂｉ系、Ａｇ
－Ｃａ系、Ａｇ－Ｉｎ系、Ａｇ－Ｐｂ系、Ａｇ－Ｓｂ系、Ａｇ－Ｓｎ系、Ａｇ－Ｔｅ系、
Ａｇ－Ｔｌ系、Ａｌ－Ａｕ系、Ａｌ－Ｃｕ系、Ａｌ－Ｇｅ系、Ａｌ－Ｓｉ系、Ａｌ－Ｓｎ
系、Ａｌ－Ｔｅ系、Ａｌ－Ｚｎ系、Ａｕ－Ｂｉ系、Ａｕ－Ｇｅ系、Ａｕ－Ｐｂ系、Ａｕ－
Ｓｂ系、Ａｕ－Ｓｎ系、Ａｕ－Ｓｉ系、Ａｕ－Ｔｅ系、Ａｕ－Ｔｌ系、Ｎｉ－Ｃｅ系、Ｃ
ｕ－Ｌａ系、Ｃｕ－Ｍｇ系、Ｃｕ－Ｐｒ系、Ｃｕ－Ｓｂ系、Ｇａ－Ｔｅ系、Ｇｅ－Ｔｅ系
、Ｚｎ－Ｇｅ系、Ｉｎ－Ｓｂ系、Ｐｂ－Ｐｄ系、Ｐｔ－Ｐｂ系、Ｐｂ－Ｓｂ系、Ｓｂ－Ｔ
ｅ系、Ｔｌ－Ｓｂ系が好ましい。このうち、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｌを含む組み合わせは
反射率が高いという点で好ましい。特に反射率が高い組み合わせはＡｇ－Ａｌ系、Ａｌ－
Ａｕ系、Ａｌ－Ｃｕ系である。また、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｔｅ、Ｚｎ、Ｔｌを含む
組み合わせは融点が低いという点で好ましい。特に融点が低い組み合わせはＡｇ－Ｂｉ系
、Ａｇ－Ｉｎ系、Ａｇ－Ｐｂ系、Ａｇ－Ｓｎ系、Ａｇ－Ｔｅ系、Ａｇ－Ｔｌ系、Ａｌ－Ｓ
ｎ系、Ａｌ－Ｚｎ系、Ａｕ－Ｂｉ系、Ａｕ－Ｇｅ系、Ａｕ－Ｐｂ系、Ａｕ－Ｓｂ系、Ａｕ
－Ｓｎ系、Ａｕ－Ｓｉ系、Ａｕ－Ｔｌ系、Ｇｅ－Ｔｅ系、Ｚｎ－Ｇｅ系、Ｐｂ－Ｐｄ系、
Ｐｔ－Ｐｂ系、Ｐｂ－Ｓｂ系、Ｔｌ－Ｓｂ系である。
【００４３】
また、記録層に他の元素を添加することも可能である。たとえばＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、
Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｙ，Ｚｒ，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｔｃ，Ｒｕ，Ｒｈ，Ｐｄ
，Ａｇ，Ｃｄ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｒｅ，Ｏｓ，Ｉｒ，Ｐｔ，Ａｕは、レーザ光を吸収する
ため記録感度を向上させる効果、耐酸化性を向上させる効果などを持つ。ただし、これら
の元素は融点が高いため、添加量が多すぎると記録感度の低下を招く。したがって添加量
としては１５原子％以下が好ましく、さらに好ましくは１０原子％以下である。なおこれ
らの元素のうち、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｕは記録層を構成する元素と
して挙げたものであるが、これらが添加元素として用いられるのはこれらが記録層に用い
られていない場合に限られる。上記した元素のうち添加元素としてより好ましいのはＴｉ
、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔ、Ａｕ
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である。これらは耐酸化性を向上させる効果がより高い。
【００４４】
また、記録層にＮ、Ｏを添加することもできる。Ｎは記録層が結晶の場合、結晶粒径を小
さくしてノイズを下げる効果を持つ。Ｏは記録層を構成する元素の少なくとも１種類の酸
化物となって存在し、記録層の熱伝導率を小さして記録感度を向上させる効果を持つ。添
加量は２０原子％以下が好ましく、特に１５原子％以下が好ましい。
【００４５】
また、Ｓ、Ｓｅ、Ｓｂを添加すると耐酸化性が向上する。これらの元素は、記録層の表面
付近に多く含ませることによって、より耐酸化性が向上する。なおこれらの元素のうち、
Ｓｂは記録層を構成する元素として挙げたものであるが、これが添加元素として用いられ
るのはこれが記録層に用いられていない場合に限られる。
【００４６】
本発明の情報記録媒体は、片面2層記録再生可能な媒体とすることもできる。構成は、2枚
の基板にそれぞれ記録層および記録補助層を形成して、両者を透明な材料で貼り合わせ、
どちらか一方の基板側からレーザ光を入射し、両方の記録層に情報の記録および両方の記
録層に記録された情報の再生を行うものである。貼り合わせ材料としては、紫外線硬化樹
脂、両面テープなど平坦性の良好なものを用いることができる。また、本発明の情報記録
媒体は、１枚の基板上に2層の記録再生可能な層を形成した媒体とすることもできる。構
成は、１枚の基板に2層の記録層および記録補助層を形成して、基板側あるいは基板と反
対側からレーザ光を入射し、両方の記録層に情報の記録および両方の記録層に記録された
情報の再生を行うものである。これらの場合において、記録再生用のレーザ光が入射する
側の基板に形成された記録層および記録補助層を第1層、反対側の層を第2層と呼ぶ。第2
層に情報を記録したり、第2層の情報を再生するためには、第1層は記録再生用レーザ光の
少なくとも一部を透過しなければならない。
【００４７】
第１層の反射率、透過率、吸収率をｒ1、ｔ1、ａ1、第２層の反射率、透過率、吸収率を
ｒ2、ｔ2、ａ2とし、第１層からの全反射率をＲ1、第２層からの全反射率をＲ2とし、さ
らに第１層の全吸収率をＡ1、第２層の全反射率をＡ2とすると、これらのパラメータに対
して以下の関係が成立する。
ｒ1＋ｔ1＋ａ1＝１
ｒ2＋ｔ2＋ａ2＝１
Ｒ1＝ｒ1

Ｒ2＝ｒ2×ｔ1
2

Ａ1＝ａ1

Ａ2＝ａ2×ｔ1

第１層と第２層の信号品質が同じであるためには両者の反射率が同一であること、また、
両層の記録感度が同じであるためには両者の吸収率が同一であること、等が必要条件であ
り、したがって、
ｒ1＝ｒ2×ｔ1

2

ａ1＝ａ2×ｔ1

が必要である。 ｔ1は１より小さい値であるため、
ｒ1＜ｒ2

ａ1＜ａ2

を満たすさなければならない。すなわ第１層の反射率は第2層の反射率より小さく、第1層
の吸収率は第２層の吸収率よりも小さくなければならない。第1層の透過率ｔ1を４０％以
上とすると、この関係を満たすことが容易になり好ましい。第１層の反射率、吸収率と第
２層の反射率、吸収率を異なる値に設定する方法として、両層の記録層の膜厚を変える方
法がある。第1層の膜厚を第2層よりも薄く設定すると、上記の関係式を満たすことができ
る。このとき第2層の透過率を略０にすると第2層の反射率、吸収率をより大きくすること
が可能になり好ましい。
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【００４８】
一方、信号強度の点からｒ1＜ｒ2は満たす必要があるが、ａ1≧ａ2であっても第１層と第
２層の記録感度をほぼ同等にする方法がある。その方法は第2層の融点を第1層よりも低く
して少ない吸収率でも記録が可能になるようにするものである。この方法によれば第2層
の吸収率が低くくても記録可能になる温度が低いため、第1層と同じパワーのレーザ光の
照射でも記録が可能になる。融点を変える方法としては、記録層の組成を変える、構成元
素を変えるといった方法がある。また、このとき記録補助層の膜厚を変えたり、材料、組
成を変えて熱分解温度あるいはガラス転移温度を変えてやると好ましい。
【００４９】
上記のように、一方の側からレーザ光を入射して2層の記録層に情報を記録、あるいは記
録された情報の再生を行う場合、記録層と記録補助層との両方の変形で記録マークを形成
する本発明のような媒体は、記録感度が良好であるため記録層自身の吸収率を従来媒体の
ように大きくする必要がなく、反射率を大きくとることができる。記録層として上記した
ような高反射率かつ低融点の材料を選べばさらにこの効果が高い。
【００５０】
記録層や記録補助層を、スパッタ法、蒸着法、スピンコート法などによって成膜すると、
各層の基板側と反対の面が、基板の形状と異なる場合がある。特に、スピンコート法によ
って成膜すると、基板に形成されたグルーブや凹凸ピットが埋まってしまう傾向があり、
基板形状と膜の基板と反対側の形状とが大きく異なる。記録層を2層備え、一方から光を
入射して両方の層に記録再生を行う場合、第1層は光入射側の面が基板面であり、第2層は
光入射側の面が記録層あるいは記録補助層の基板面と反対側の面であるため、同一の基板
を使用すると、基板にあらかじめ形成された溝あるいはピットに関わるパラメータ、すな
わち、プッシュプル信号、デバイデッドプッシュプル信号、プリピットの信号振幅などが
、第1層と第2層とで異なってしまう。そこで、第1層目を担持する基板と第2層目を担持す
る基板の溝形状、ピット形状を変えてやれば溝あるいはピットに関わるパラメータをそろ
えることが可能になる。
【００５１】
また、本発明の情報記録媒体は基板の上に積層された層の屈折率や膜厚を調整することに
より、情報記録媒体の反射率を制御することができる。本発明の情報媒体の反射率を制御
すると、他の情報記録媒体の記録再生装置で記録再生することができる。たとえば、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭ媒体や一般的なＭＯ媒体の反射率は約２０％程度である。そこで、本発明の情
報記録媒体の反射率を１０～３０％に調整することにより、ＤＶＤ－ＲＡＭ媒体や一般的
なＭＯ媒体の記録再生装置での使用が可能となる。
【００５２】
【発明の実施の形態】
以下に本発明を実施例によって詳細に説明する。
【００５３】
【実施例】
（実施例１）
直径120ｍｍ、厚さ0.6ｍｍのポリカーボネート樹脂板の表面に、アドレス情報などを含む
凹凸ピットと、0.74μｍピッチの幅0.3μｍ 、深さ35ｎｍのＵ字型溝とをあらかじめ形成
した基板1を用意した。この基板1を、膜厚の均一性および再現性に優れたスパッタ装置内
のスパッタ室に配置した。ターゲットとしてAuSn合金を用い、Au70Sn30（原子％）記録層
2を20ｎｍ形成したのち、シアニン色素からなる記録補助層3をスピンコート法によって塗
布した。さらに最上層の上に紫外線硬化樹脂保護層4をスピンコートによって形成した。
【００５４】
同様にしてもう一枚の同様な基板1'上にAu70Sn30（原子％）記録層2'、シアニン色素記録
補助層3'、紫外線硬化樹脂保護層4'を形成し、2枚の基板を、紫外線硬化樹脂保護層4、4'
を内側にして接着剤層5によって貼り合わせを行った。この時、接着剤層の直径を118ｍｍ
以上にすると落下などの衝撃による接着剤層の剥離が起こりにくくなった。
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【００５５】
上記のように作製したディスクを線速度3.49ｍ／ｓとなるように回転させ、波長660ｎｍ
の半導体レーザ光をＮＡ＝0.6の対物レンズで集光して基板を通して記録膜上に照射し、
案内溝上に記録・再生を行った。記録レーザパワーは12ｍＷとし、8-16変調されたランダ
ム信号を記録した。このとき、記録パルスを複数に分割するマルチパルス記録波形を用い
た。
【００５６】
記録されたランダム信号を再生したところ、ジッターは7.5％となった。反射率は、未記
録領域で65％、記録部で20％となり、信号変調度は約70％となった。記録マークを光学顕
微鏡、および走査型電子顕微鏡により観察したところ、以下のことが観察された。記録膜
の記録マーク中央の膜厚がほとんど０になっていた。
【００５７】
基板および色素記録補助層の変形がみられた。また、記録膜厚がほとんど０になっている
領域に基板および色素が充填されていることも認められ、このことから基板および色素記
録補助層の変形は膨張であると推定できる。
【００５８】
基板の膨張部の一部に空洞が認められた。これは基板が分解し発生したガスであると推定
できる。
【００５９】
色素記録補助層の記録層と反対側の面の変形はほとんど認められなかった。
記録層として、 Au70Sn30のAu含有量を10～90原子％の範囲で変えたものを用いても良く
似た特性が得られた。
【００６０】
また、記録層にＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｙ，Ｚｒ
，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｔｃ，Ｒｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ａｇ，Ｃｄ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｒｅ，Ｏｓ，Ｉ
ｒ，Ｐｔを添加元素した場合、記録感度が向上する効果があった。これらのうちＴｉ、Ｖ
、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔを添加した
場合、耐酸化性が向上した。ただし、これらの元素を１５原子％以上添加すると、逆に記
録感度が低下した。１０原子％以下の添加のとき記録感度向上の効果は特に高かった。
【００６１】
記録層にＮを添加した場合、ノイズが小さくなる効果があった。添加量は２０原子％以下
が好ましく、特に１５原子％以下が好ましい。また、記録層にＯを添加した場合、Ｏが記
録層を構成する元素の少なくとも１種類の酸化物となって存在し、記録層の熱伝導率を小
さくして記録感度を向上させる効果があった。添加量は２０原子％以下が好ましく、特に
１５原子％以下が好ましい。
【００６２】
記録層にＳ、Ｓｅ、Ｓｂを添加すると耐酸化性が向上する効果があった。特に、これらの
元素を、記録層の表面付近に多く含ませることによって、より耐酸化性が向上する効果が
あった。
【００６３】
記録層として、 Au70Sn30のかわりにＩｎ－Ｂｉ系、Ｂｉ－Ｎａ系、Ｐｂ－Ｂｉ系、Ｓｎ
－Ｂｉ系、Ｉｎ－Ｐｂ系、Ｉｎ－Ｓｎ系、Ｉｎ－Ｔｌ系、Ｉｎ－Ｚｎ系、Ｓｎ－Ｐｂ系、
Ｔｌ－Ｓｎ系、Ｚｎ－Ｓｎ系を用いた場合にも良く似た特性が得られた。また、記録層と
して、Ａｇ－Ａｌ系、Ａｇ－Ｂｉ系、Ａｇ－Ｃａ系、Ａｇ－Ｉｎ系、Ａｇ－Ｐｂ系、Ａｇ
－Ｓｂ系、Ａｇ－Ｓｎ系、Ａｇ－Ｔｅ系、Ａｇ－Ｔｌ系、Ａｌ－Ａｕ系、Ａｌ－Ｃｕ系、
Ａｌ－Ｇｅ系、Ａｌ－Ｓｉ系、Ａｌ－Ｓｎ系、Ａｌ－Ｔｅ系、Ａｌ－Ｚｎ系、Ａｕ－Ｂｉ
系、Ａｕ－Ｇｅ系、Ａｕ－Ｐｂ系、Ａｕ－Ｓｂ系、Ａｕ－Ｓｉ系、Ａｕ－Ｔｅ系、Ａｕ－
Ｔｌ系、Ｎｉ－Ｃｅ系、Ｃｕ－Ｌａ系、Ｃｕ－Ｍｇ系、Ｃｕ－Ｐｒ系、Ｃｕ－Ｓｂ系、Ｇ
ａ－Ｔｅ系、Ｇｅ－Ｔｅ系、Ｚｎ－Ｇｅ系、Ｉｎ－Ｓｂ系、Ｐｂ－Ｐｄ系、Ｐｔ－Ｐｂ系
、Ｐｂ－Ｓｂ系、Ｓｂ－Ｔｅ系、Ｔｌ－Ｓｂ系を用いた場合にも良く似た特性が得られた
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。
【００６４】
本実施例では基板に直接記録層を形成したが、基板上に記録補助層としてシアニン色素を
形成した後、記録層、記録補助層を順次形成した媒体を用いても同様の結果が得られた。
このとき、基板の溝深さを150ｎｍとすると溝特性も良好であった。
【００６５】
（実施例２）
直径120ｍｍ、厚さ0.6ｍｍのポリカーボネート樹脂板の表面に、アドレス情報などを含む
凹凸ピットと、0.74μｍピッチの幅0.3μｍ 、深さ35ｎｍのＵ字型溝とをあらかじめ形成
した基板1を用意した。この基板1を、膜厚の均一性および再現性に優れたスパッタ装置内
のスパッタ室に配置した。ターゲットとしてAuSn合金を用い、Au70Sn30（原子%）記録層2
を7ｎｍ形成したのち、シアニン色素からなる記録補助層3をスピンコート法によって塗布
した。さらに最上層の上に紫外線硬化樹脂保護層4をスピンコートによって形成した。
【００６６】
次に、1と同じ直径、厚さを持つポリカーボネート樹脂板の表面に、アドレス情報などを
含む凹凸ピットと、0.74μｍピッチの幅0.44μｍ 、深さ150ｎｍのＵ字型溝とをあらかじ
め形成した基板1''を準備した。この上に、シアニン色素記録補助層3'を形成した後、Au7
0Sn30（原子％）記録層2'を30ｎｍ、次いでシアニン色素記録補助層3'を形成し、2枚の基
板を、紫外線硬化樹脂保護層6によって貼り合わせを行った。紫外線硬化樹脂保護層6の膜
厚は55μｍ±5μｍとした。
【００６７】
上記のように作製したディスクを線速度3.49ｍ／ｓとなるように回転させ、基板1側から
レーザ光を入射して記録層2および2'に情報の記録を行った。記録レーザパワーはどちら
の記録層に記録するときも15ｍＷであった。なお、記録層2'に記録を行う場合には基板1'
の溝間の部分、すなわちレーザ光入射側から見ると溝に見える部分に記録を行った。
記録されたランダム信号を再生したところ、両層ともジッターは8％となった。反射率は
、両層とも未記録領域で18％、記録部で5％となり、信号変調度は約72％となった。
【００６８】
（実施例３）
直径55ｍｍ、厚さ0.6ｍｍのポリカーボネート樹脂板の表面に、ランド部とグルーブ部(溝
部)を有する基板1を用意した。ランド部は幅が0.56μｍ、グルーブ部が幅0.64μｍで深さ
55ｎｍのＵ字型を成す。ランド部とグルーブ部は通常その両方に記録を行なうことを目的
とするため、情報を記録する幅の意味でのトラックピッチとしてはランド部、グルーブ部
ともに0.60μｍである。しかし、入射光に対する光学的な位相の補正を考慮すると、両者
からの再生信号のバランスがとれる適正な幅は設定トラックピッチをαとした場合、ラン
ド部の幅Ｄｌは
0.90α≦Ｄｌ≦0.99α
となる。一方グルーブ部の幅をＤｇとするとランド部に対してトラックピッチを補完する
かたちで
Ｄｇ＋Ｄｌ＝２α
である。
【００６９】
ランド部とグルーブ部の境界部にはアドレス情報などを含むウォーブルを施した。図１４
にこの様子を示す。一方の境界は直線であり他方の境界のみ変調するいわゆる片側ウォー
ブル方式が最適である。この部分のランド部の幅Dl’は
0.50α≦Ｄｌ’≦1.50α
が好ましい。
【００７０】
この片側ウォーブルにより記録されたアドレス信号は、ラジアルプッシュプル信号にて検
出する。
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【００７１】
この基板1を、膜厚の均一性および再現性に優れたスパッタ装置内のスパッタ室に配置し
た。ターゲットとしてSiを用い、N2ガスを30％混入したArガスを導入してSiNの誘電体層
を積層した。その屈折率と膜厚を制御して媒体の反射率を調整する。たとえば下地層の誘
電体の屈折率は1.9ないし2.3が適当であり、そのときの膜厚Ａは記録再生レーザー波長を
λとした場合
λ/15≦Ａ≦λ/5
が好適でありさらには
λ/12≦Ａ≦λ/9
であることにより、特に良く反射率を制御できる。本実施例においてはSiN誘電体層は屈
折率を2.1とし膜厚を60ｎｍとした。
【００７２】
しかるのち、シアニン色素からなる記録補助層3をスピンコート法によって塗布した。そ
の上にAl70Ag30（原子%）記録層2を40ｎｍ形成した。さらに最上層の上に紫外線硬化樹脂
保護層4をスピンコートによって形成した。なお本実施例においては記録層と補助記録層
の積層順序が逆である例を示した。このような構成上の入れ換えを行なっても同様の効果
を得ることが可能である。
【００７３】
この媒体は張り合わせを行なわず、単板のままの構成とした。以上により一度の記録が可
能ないわゆる追記型の媒体を構成することができた。
【００７４】
また、スピン塗布により形成された薄膜の均一性は直径が大きいほど低下する。
【００７５】
直径　　　　　　　　　 均一性
60ｍｍ未満　　　　　　　 ３％以下
60ｍｍ以上100ｍｍ未満　　３～７％
100ｍｍ以上　　　　　　　７％以上
そのためディスクの直径は補助記録層の均一なスピン塗布の必要から１００ｍｍ未満が好
ましく、６０ｍｍ未満が最も良い。しかしあまり小さいと今度は、記録容量が減少してし
まうため、その観点から直径１５ｍｍ以上は必要である。よってディスク直径は１５ｍｍ
以上１００mm未満が好ましく、１５ｍｍ以上６０ｍｍ未満が最適である。
【００７６】
媒体の反射率は未記録領域で10％以上30％以下とすることが好適である。本実施例の媒体
では未記録領域の反射率が15％、記録部の反射率が25％となり、信号変調度は約60％とな
った。反射率を未記録領域で10％以上30％以下とすることにより一般的な光磁気記録媒体
用駆動装置にて和信号を検出することにより、一度の記録が可能で同駆動装置による再生
が可能ないわゆる追記型の媒体を構成することができる。
【００７７】
上記のように作製したディスクを用いて、差動検出系を有する光磁気記録媒体用駆動装置
で記録再生を行なった例を示す。本発明の媒体はランド部およびグル－ブ部のいずれか一
方、あるいは両方に記録をすることが可能である。本実施例ではグル－ブ部にのみ記録を
行ないその性能を調べた。
【００７８】
線速度5.0m/sとなるように媒体を回転させ、波長650ｎｍの半導体レーザ光をＮＡ＝0.6の
対物レンズで集光して基板を通して記録膜上に照射し、グル－ブ上に記録再生を行った。
記録レーザパワーは10ｍＷとした。このとき、記録パルスを複数に分割するマルチパルス
記録波形を用いた。NRZ変調された最短マーク長0,35μｍのランダム信号を記録して、PRM
L再生を行なった。その結果、ビットエラーレートで2×10‐5を得た。
【００７９】
記録部分の顕微鏡観察を行なったところ、基板および色素記録補助層の変形がみられた。
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記録層として、 Al70Ag30のAl含有量を10～90原子％の範囲で変えたものを用いても良く
似た特性が得られた。
【００８０】
また、記録層にＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ，Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉ，Ｃｕ，Ｚｎ，Ｙ，Ｚｒ
，Ｎｂ，Ｍｏ，Ｔｃ，Ｒｕ，Ｒｈ，Ｐｄ，Ａｇ，Ｃｄ，Ｈｆ，Ｔａ，Ｗ，Ｒｅ，Ｏｓ，Ｉ
ｒ，Ｐｔを添加元素した場合、記録感度が向上する効果があった。これらのうちＴｉ、Ｖ
、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔを添加した
場合、耐酸化性が向上した。ただし、これらの元素を１５原子％以上添加すると、逆に記
録感度が低下した。１０原子％以下の添加のとき記録感度向上の効果は特に高かったこと
は実施例１，２と同様である。
【００８１】
また同様に、記録層にＮを添加した場合、ノイズが小さくなる効果があった。添加量は２
０原子％以下が好ましく、特に１５原子％以下が好ましい。また、記録層にＯを添加した
場合、Ｏが記録層を構成する元素の少なくとも１種類の酸化物となって存在し、記録層の
熱伝導率を小さして記録感度を向上させる効果があった。添加量は２０原子％以下が好ま
しく、特に１５原子％以下が好ましい。
【００８２】
記録層として、 Al70Ag30のかわりにＩｎ－Ｂｉ系、Ｂｉ－Ｎａ系、Ｐｂ－Ｂｉ系、Ｓｎ
－Ｂｉ系、Ｉｎ－Ｐｂ系、Ｉｎ－Ｓｎ系、Ｉｎ－Ｔｌ系、Ｉｎ－Ｚｎ系、Ｓｎ－Ｐｂ系、
Ｔｌ－Ｓｎ系、Ｚｎ－Ｓｎ系を用いた場合にも良く似た特性が得られた。また、記録層と
して、Ａｇ－Ａｌ系、Ａｇ－Ｂｉ系、Ａｇ－Ｃａ系、Ａｇ－Ｉｎ系、Ａｇ－Ｐｂ系、Ａｇ
－Ｓｂ系、Ａｇ－Ｓｎ系、Ａｇ－Ｔｅ系、Ａｇ－Ｔｉ系、Ａｌ－Ａｕ系、Ａｌ－Ｃｕ系、
Ａｌ－Ｃr系、Ａｌ－Ｇｅ系、Ａｌ－Ｓｉ系、Ａｌ－Ｓｎ系、Ａｌ－Ｔｉ系、Ａｌ－Ｚｎ
系、Ａｕ－Ｂｉ系、Ａｕ－Ｇｅ系、Ａｕ－Ｐｂ系、Ａｕ－Ｓｂ系、Ａｕ－Ｓｉ系、Ａｕ－
Ｔｅ系、Ａｕ－Ｔｌ系、Ｎｉ－Ｃｅ系、Ｃｕ－Ｌａ系、Ｃｕ－Ｍｇ系、Ｃｕ－Ｐｒ系、Ｃ
ｕ－Ｓｂ系、Ｇａ－Ｔｅ系、Ｇｅ－Ｔｅ系、Ｚｎ－Ｇｅ系、Ｉｎ－Ｓｂ系、Ｐｂ－Ｐｄ系
、Ｐｔ－Ｐｂ系、Ｐｂ－Ｓｂ系、Ｓｂ－Ｔｅ系、Ｔｌ－Ｓｂ系を用いた場合にも同様な良
く似た特性が得られた。
【００８３】
【発明の効果】
本発明によれば大容量で波長依存性が少ない情報記録媒体を提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】記録層のレーザービーム入射側の面が主に変形する本発明の一実施例を示す。
【図２】記録層のレーザービーム入射側と反対側の面が主に変形する本発明の一実施例を
示す。
【図３】記録層のレーザービーム入射側の面と反対側の面の両方が変形する本発明の一実
施例を示す。
【図４】レーザービーム入射により、記録層に孔が形成される本発明の一実施例を示す。
【図５】レーザービーム入射により、記録層に孔が形成される本発明の別の実施例を示す
。
【図６】レーザービーム入射により、記録層に孔が形成される本発明の別の実施例を示す
。
【図７】レーザービーム入射により、記録層に孔が形成される本発明の別の実施例を示す
。
【図８】レーザービーム入射により、記録層に孔が形成される本発明の別の実施例を示す
。
【図９】記録層のレーザービーム入射側の面と反対側の面の両方が変形し、記録補助層の
記録層に接する面のみが変形する本発明の一実施例を示す。
【図１０】記録層のレーザービーム入射側の面と反対側の面の両方が変形し、記録補助層
の中に空洞が形成する本発明の一実施例を示す。
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【図１１】記録層のレーザービーム入射側の面と反対側の面の両方が変形し、記録層と記
録補助層の界面に空洞が形成する本発明の一実施例を示す。
【図１２】本発明の実施例１の媒体の積層構成を示す。
【図１３】本発明の実施例２の媒体の積層構成を示す。
【図１４】ランド部とグルーブ部の境界部にアドレス情報を含むウォーブルを配した本発
明の一実施例を示す。
【図１５】本発明の実施例３の媒体の積層構成を示す。
【符号の簡単な説明】
１　　基板
２　記録層
３　記録補助層
４　紫外線硬化樹脂保護層
５　接着層
６　空洞

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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